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บทคัดย่อ 
 

ในงานวจิยัน้ี ไดท้  าการศึกษาการปลูกและควบคุมขนาดของเส้นลวดนาโนซิงก์ออกไซด์ ท่ี
ไดจ้ากการปลูกดว้ยกระบวนการออกซิไดซ์ของซิงค์ในไออะซีโตนท่ีความดนัต ่าและอุณหภูมิสูง 
บนกระจกน าไฟฟ้าท่ีมีชั้นของฟิล์มบางซิงก์ท่ีไดจ้ากการเคลือบดว้ยกระบวนการระเหยเป็นไอของ
สาร และน าไปวิเคราะห์ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์แบบส่องกราด กลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่อง
ผา่น การเล้ียวเบนของรังสีเอ็กซ์ รามานสเปกโตรสโคปี โฟโตลูมิเนสเซนต์สเปกโตรสโคปี อุลตร้า
ไวโอเลตวซิิเบิลสเปกโทรสโคปี เพื่อศึกษาโครงสร้างทางกายภาพ โครงสร้างทางเคมีของสาร และ
สมบติัทางแสง ตามล าดบั พบว่าความหนาของชั้นฟิล์มบางซิงก์และอตัราการไหลของอะซีโตนท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อขนาดของเส้นลวดนาโนซิงก์ออกไซด์ ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางของเส้นลวดนาโนซิงกอ์อกไซดมี์ขนาดอยูใ่นช่วง 45-319 nm มีทิศทางในการเกิด (  ̅  ) 
มีลกัษณะโครงสร้างแบบเฮกซะโกนอล และจากการวิเคราะห์สมบติัทางแสงพบว่าขนาดของเส้น
ผา่นศูนยก์ลางของเส้นลวดนาโนซิงก์ออกไซด์มีผลต่อการดูดกลืนของแสง เม่ือขนาดของเส้นลวด
นาโนซิงก์ออกไซด์มีขนาดใหญ่ข้ึน จะท าให้เกิดการเล่ือนของขอบการดูดกลืนของแสงไปใน
ทิศทางความยาวคล่ืนท่ีมากข้ึน และค่าแถบช่องวา่งพลงังานท่ีพบมีค่าอยูร่ะหวา่ง 3.12-3.20 eV  

จากนั้นน ากระจกน าไฟฟ้าท่ีท าการปลูกเส้นลวดนาโนซิงค์ออกไซด์มาประดิษฐ์เป็นเซลล์
แสงอาทิตยช์นิดสียอ้มไวแสงและท าการวดัประสิทธิภาพ ซ่ึงเซลลแ์สงอาทิตยช์นิดสียอ้มท่ีประดิษฐ์
ข้ึนสามารถใหก้ระแสไฟฟ้า และวดัประสิทธิภาพได ้

 



ฉ 

 

Thesis Title Growth of ZnO Nanowires by Oxidize of Zn in 

Acetone Vapor for Dye-sensitized Solar Cell 

Application 

 

Author     Mr. Kunakorn   Palawong 
 
Degree     Master of Science (Applied Physics) 
 
Thesis Advisor    Asst. Prof. Dr. Supab    Choopun 
 

ABSTRACT 
 

In this work, size-controlled growth ZnO nanowire by oxidation of Zn. The growth was 
performed Zn layer on FTO glass substrate by evaporation technique in the presence of acetone 
vapor at a low pressure and high temperatures. The ZnO nanowire were characterized by 
scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), X-ray 
diffraction, Raman spectroscopy, Photoluminescence spectroscopy and UV-vis spectroscopy for 
morphology, crystal structure, optical properties, respectively. The thickness of Zn layer and 
different acetone flow rate had affected to the diameter of ZnO nanowires. It was observed that 
the ZnO nanowires had diameter ranging from 45 to 319 nm. The ZnO nanowires had direction 
growth (  ̅  ) and wurtzite hexagonal structure. The diameter of ZnO nanowires had affected to 
absorption edge shift to the longer wavelength. . Also, the energy gap of ZnO nanowires was 
found to be 3.12-3.20 eV 

ZnO nanowires was fabricated dye-sensitized solar cell and obtained photoconvertion  
efficiency, which dye-sensitized solar cell can provided current and efficiency 
  
 


